
    THEME 1 :                          EXERCICES : Semi-conducteurs 

LES MATERIAUX 

 
 

Exercice : Jonction PN, diodes et transistors 
 

Problématique :  
Pour fabriquer les composants électroniques et 
optoélectroniques utilisés aujourd’hui, on ajoute des 

impuretés dans un semi-conducteur, le plus souvent du 
silicium, parfois du germanium. On dit alors que le silicium 

est dopé. Etudions le fonctionnement de certains composés 
électroniques. 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Questions : On utilisera la classification périodique  

 
DOC.1 : 

 
a. Quel atome comportant cinq électrons dans sa couche de valence peut-on insérer pour 

doper négativement un cristal de silicium ? 

b. Pourquoi les électrons libres de la zone N sont-ils repoussés par le champ électrique de 
la zone de transition ? 

 
DOC.2 et DOC. 3 : 
 

c. Décrire une jonction passante ? 
d. Pourquoi la jonction de la diode est-elle bloquée quand les bornes du générateur sont 

inversées ? 
e. Quelle est la conséquence de l’insertion d’une diode dans un circuit alimenté en courant 

alternatif ? 

f. Quel est l’intérêt de disposer d’un dipôle ne présentant que deux états : bloqué ou 
passant ? 

 
DOC. 4 et DOC.5 : 

 
g. Pourquoi peut-on dire que les transistors règlent eux-mêmes leur courant de sortie ? 
h. Quelle électrode permet ce réglage ? 

i. Ecrire la relation entre les intensités iC, iE et iB. En utilisant la relation approchée donnée 
dans le texte, donnée la relation approchée entre iC et iE. 

j. Que se passe-t-il si aucun courant n’est envoyé sur l’électrode de commande ? 
k. Compléter la nature des porteurs de charge sur la figure du document 5. 
l. Quelle différence dans le mode de commande, existe-t-il entre un transistor bipolaire et 

un transistor à effet de champ ? 

 
 
 

 
 

 


